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SiSi Solutions

Handle
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Silicon- Silicon Bonding
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仕様 範囲パラメーター
200 mm100, 125, 150 mmウエハー直径

ハンドル層 仕様
450-1100 µm200–1100 µmハンドル層 厚さ

±5 µmハンドル層 厚さ 公差範囲
280–1150 µm重ね 厚さ 範囲
N または Pドーパントタイプ
N type: Phos, Red Phos, Sb & As
P type: Boron

ドーピング

≤0.001 – ≥10000 Ω-cm抵抗率
CZ, MCZ or FZシリコン成⾧方法
<100>, <111> or <110>結晶方位
ラップ仕上げ/エッチングまたはポリッシュ磨きによ
る

裏面処理

デバイス層の仕様
≥20 µm≥20 µmデバイス層膜厚
±0.8 µm± 0.5 µmデバイス 厚さ 公差範囲

N または Pドーパントタイプ
N type: Phos, Red Phos, Sb & As
P type: Boron

ドーピング

≤0.001 – ≥10000 Ω-cm抵抗率
CZ, MCZ or FZシリコン成⾧方法
<100>, <111> or <110>結晶方位
N type または P type埋め込み層のインプラ



SOI

Oxidized Device

DSOI

DSOI Solutions
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DSP Solutions

DSP
Wafer can be oxidised if required 
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DSP Specification
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CSOI Solutions

IceMOS embedded Cavity Feature

Cavity 
Handle

Cavity Handle 
with Oxide

Device

Cavity CSOI 
wafer

C-SAM and AVI inspection available



CSOI Specification
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Thin-SOI Solutions
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Thin-SOI Specification
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Trench SOI



Trench SOI Specification
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TSV Solutions



TSV Specification
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Foundry Services
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Northern Ireland facotry
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